
PSD法を用いて赤色 LED構造を GB-LED下地層上に成長した 

GaInN系 RGBモノリシック μLEDアレイの作製 

Fabrication of GaInN-based RGB monolithic μLED arrays with red LED structures 

grown on GB-LED base layer by PSD. 
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【はじめに】GaInN系材料は同一材料で RGBの実現が可能であり,積層構造によるモノリシック

集積により AR/VRディスプレイへの応用が期待される.GaInN系デバイスは一般的に MOVPE法

を用いるが,パルススパッタ堆積(PSD) 法はより低温での成長が可能[1]であり,高品質な赤色 LED

構造を含む GaInN系 RGBモノリシック μLEDアレイの作製が期待されるが報告例は無かった.そ

こで本研究では MOVPE法による GB-LED下地層上に PSD法による赤色 LED構造を成長させた

サンプルを用いて積層型 RGB モノリシック型 μLED アレイを作製したのでその結果を報告する． 

【実験方法】Fig. 1に積層した RGB-LEDの断面構造図を示す.サンプルは青色と緑色の LEDと層

を繋ぐトンネル接合部を名城大が MOVPEにより積層し,赤色 LEDを東京大が PSD法により積層

した.この試料を用いて，画素密度 110 ppi，発光面積 106×46 μm2の積層型 RGBモノリシック型

μLEDアレイを作製し,光学・電気特性を評価した. 

【実験結果】Fig. 2にデバイス構造の概略図を,Fig. 3に注入電流密度 50 A/cm2時の各色の ELスペ

クトルを示す.各色の LEDの発光ピーク波長は 450 nm, 521 nm, 592 nmであり,立ち上がり電圧は

約 4.1 V,3.0 V,4.6 Vであった.立ち上がり電圧や赤色のピーク波長などの特性に課題はあるが,同一

基板上で RGBの発光を確認でき,PSD法を用いた GaInN系 RGBモノリシック μLEDアレイの可

能性が示唆された.デバイス特性などについては当日報告する. 
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Fig. 1: Cross-sectional structure Fig. 2: Device structure overview Fig. 3: EL spectra 
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